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Se disponen tres cargas puntuales Q,, Qg v Q¢ en los puntos
A(2,0,0), B(-1,0,0) v C(L,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qs = 2q v Q¢ = 8q, ;qué valor debe tener Qp para que la
fuerza sobre Q¢ sea nula?

A) QB = _q':
B) Qp=-%q,
C) QB = Qc,
D) Qp=2Q..

2) Un condensador inicialmente descargado se carga con una

corriente constante de valor I =4 mA, durante 5 ms. ;Cudl es
la capacidad de ese condensador, si la tension final en los
extremos del condensador es Upgyp = 2 V?

A) 1001F,
B) 0.1 uF,
C) 10 pF,
D) 1uF.

3) Un diode de union PN con tension umbral de 0.7 V se conecta

a un circuito de tal manera que el catodo presenta una tensién
de 1.2 V mientras que el d&node presenta una tensidn de 0.9V,
medidas ambas respecto de una referencia comun. ;Cudl es el
comportamiento del diodo en estas condiciones?

A)  Secomporta como una pilade 0.7V,

B) Secomporta como un circuito abierto,

C) Secomporta como una pila de 0.7V en serie conuna R,
D) Se comporta como un cortocircuito.

4) El circuito inversor formado por la unién de dos transistores

de acumulacién, un NMOS con un PMOS, conectados con
sus puertas a la entrada, sus drenadores a la salida, la fuente
del PMOS a la alimentacion vy la fuente del NMOS a masa, se
denomina:

A) inversor TTL,

B) inversor NMOS,

Cy inversor PMOS,

D) inversor CMOS.

5) Un transistor BJT del tipo NPN se encuentra en un circuito

6)

electrénico y presenta las siguientes fensiones entre sus
terminales: Ugg = -0.7V vy U = -0.7V. En estas condiciones
este transistor esta trabajando en la zona:

A) activa,

B) oOhmica o de resistencia,

C) de saturacion,

D) decorte.

+Qué tension tiene la fuente Uy para que todo el circuito de la

figura tenga como equivalente Thevenin, respecto a los terminales A y
B, un circuito serie formado por una fuente de 90 V y una resistencia de
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7) Se tienen dos condensadores, Cap (de terminales A vy B) v
Cep (de terminales C y D) conectados entre si por los
terminales B y C. Los terminales A y D se conectan a los
terminales de una fuente de tensién de 12 voltios. Si Cap =
300 nF y Cep = 100 nF, calcule la tension entre los

terminales A y B.
Ay 12V,

B) oV,

Cy 3V,

Dy 9V,

8) Sean dos condensadores cargados y aislados entre si, C) y Ca
Inicialmente son: U =10 V con C,=1uF, y Ug=10 V con
C> =3 uF. A continuacidn esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que se unen entre 81 los terminales de signo distinto.
Calcule la carga final de C, en dicha asociacidn.

A) Q =0C.
B) Q =5uC.

C) Q,=10pC
D) Q=30 pC.

9) Para el circuito de la figura calcule la tension U,ps, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una
resistencia Rap tal que reciba la maxima transferencia de potencia.

A) Upp=-15V

BY Usp=75V
C) U,\B =15V > ,
D) Usg =80V - ! % % o
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10) Sea una fuente de tensidn alterna senoidal de 30 Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C serie del
que se sabe que R =300 Q, T. es tal que su reactancia inductiva es de
200 €, mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de
—600 Q. Caleule la tension eficaz entre los terminales del condensador.

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

1 1) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas de
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.

C) En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con
la temperatura.

D) Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad
a temperatura ambiente.

12) En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:
A) Faradioy Tesla,
B) Faradio y Henrio,
C) Tesla y Henrio,
D) Tesla y Faradio.
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2) C La carga que recibe en esos 5 ms es: Q= [.t = 4mA.5ms = 20 uC.
En un condensador C=Q/V=20 uC/2V=10uF

3) B 1’'3-09=04V <0,5V.No llega al umbral, no conduce y esta al corte.

4) D Latecnologia que usa transistores NMOS y PMOS se conoce como CMOS,

5) C Siendo Ugg =077 V la unidtn base emisor esta conectada en directo. Siendo Uge = 0'7 V 1a unién base
colector esta conectada en directo. Estamos en saturacion.

6) D Para que Uy sea 90V la diferencia de potencial entre A v B debe ser precisamente 90V. Aplicando las
leves de Krichoft:

Uy —Vag=2501;+2001; ; 240-Va=1001+3501, ; =L+ I,
Sabiendo que Vaz =90 V y 1=90/450= 0’2 A podemos resolver el sistema de ecuaciones, de donde U, =30V

7) C Ambos condensadores estan en serie. Tienen la misma carga. La capacidad equivalente es:
1/C=1/300+ 1/100=4/300 =C=75nF . Lacargaes : Q=C.V=75nF. 12V =
=09 uC ; ypor tanto: Vag= Q/Cag=0"9 uC /300 nF= 3V
8) B
V=10V C=luFF Q =10uC - 20uC
V,=10V C,=3uF Q,=30uC ' 4uF
C,=4uF Q,=20uC Q. =1uF SV =5uC

=5

9) B Para que reciba la méaxima trasferencia de potencia R, ha de ser la correspondiente a la resistencia
equivalente de Thevenin mirado desde los puntos A y B; 6sea la resistencia equivalente a Ry yR> en

paralelo.
Asi: 1/Ras=1/Rg=1/R;+ I/Ra==1/100+ 1/300=0,133 5> Ry=Rag =75 Q

Vy Siendo la resistencia entre A yBesde 75 Q
—l— aplicamos las leyes de Krichoff:

Ry7100 Q oV *malla:10 = 1001, - 751 ;
‘ 2%malla: 90 = 300 I, + 751;
1wv) 1, - =1+ I
/ Resolviendo el sistema:
B R 0o Q2
Vi I=1/10A ; ;=7/40A : L=11/40 A

y por lo tanto: Ugg=75.1=758V

10) B Z=J3W2+(200—6DG)2=5000 T =ﬂ=o,u ¥, =0,24-600Q =120V
: ' Y 5000 -

11) B En los semiconductores extrinsecos se han afiadido impurezas dadoras o aceptoras.

12) D Tesla y Faradio



